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(57) An apparatus for photolithographic pattern transfer by means of a projection objective is described. The 
apparatus can be employed to generate semiconductor structures In a photosensitive layer on a 
semiconductor wafer according to the planar technique. The object of the invention is to increase accuracy 
under high productivity of the pattern transfer. The task Is to create an apparatus in which turbulences are 
avoided when immersion fluid is used and possible contaminants are kept outside of the focus depth region of 
the projection objective. The essence of the invention ties in that two chambers, filled with immersion liquid, 
are provided with, one of which chambers Is disposed on the projection objective and the other one Is 
disposed on an substrate. Highest resolution is achieved when immersion liquid Is also Introduced between 
optically transparent media closing the chambers. FIGL 1. 
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Title of the Invention 

Apparatus for Photolithograpliic Pattern Transfer 
Applicable Field of ttie Invention 

Ttie invention relates to an apparatus for pliotollthographic pattern 
transfer by means of a projection objective to generate an exposure 
pattern In a photosensitive layer on a substrate. The apparatus, in 
particular, can be employed when generating a micro structure in a 
photosensitive layer on a semiconductor wafer to produce semiconductor 
structures according to the planar technique. 

Characteristics of Known Technical Solutions 

In the European Patent Application Publication EP 0 023 231 are described 
a method and an apparatus for copying a pattem onto a semiconductor 
wafer, wherein a liquid is applied between a projection objective and a 
semiconductor plate, the refractive index of the liquid being the same as 
that of a lacquer coating on the semiconductor plate. In doing so, the 
liquid is constantly replaced and is temperature-controlled and/or filtered. 
The apparatus is supposed to enable an Increase of the numerical 
aperture without an increase of the incidence angle. This principle, also 
icnown from microscopy (see, on this, Broclchaus, ABC der Optik 
[Foundations of Optics] p. 565, et seq. (Leipzig, Broclchaus Verlag 1961)), 
has, when applied to the field of microlithography, disadvantages. One 
disadvantage lies in that in the fluid, of which volume is considerably 
large as to the described method, turbulences occur between the 
projection objective and the semiconductor wafer during production of 
high-integration circuits because of the indispensable lateral movement of 
a semiconductor wafer existing on an X-Y-Z table. Thus, under the current 
high process speed required for productivity reasons, one has either to 
abide by defects in the pattern transfer or to prolong the time for each 
exposure by the time for the turbulences to calm down, which means 
again the loss of productivity. 

A further disadvantage is the handleability of a substrate to be exposed in 
clean room conditions. In the method according to the above-referenced 
patent application publication, after each exposure of a semiconductor 
wafer is completed, the wafer must be drawn out of the liquid and 
separated from the liquid. Here exists, first, the risic that dust or other 
undesirable substances, for example, may adhere to the surface of the 
substrate. Furthermore, because of the numerous steps, holes, 
protrusions, etc., the surface of the substrate can, only through large 
consumption of the liquid, be freed from, for example, preparation for an 
inspection step. IMoreover, the use of an open top container, which 
contains the liquid, is disadvantageous. The large liquid surface resulting 
therefrom gives the possibility for contaminants to enter the fluid, which 
contaminants can only be removed by operating a filter. 

Obiect of the Invention 

The object of the invention is to create a high-production and 
high-accuracy apparatus for photolithographic pattem transfer. 
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Explanation of the Essence of the invention 

The tasic that the invention addresses is basically to develop an apparatus 
for photolithographic pattern transfer by means of a projection objective, 
wherein a small volume of immersion liquid is used so that no disturbing 
turbulences occur, the apparatus being configured so that possible 
contaminants are located outside of the focus depth region of the 
projection objective and thus cause no structure defect The substrate to 
be exposed needs to be handleabie so that the photosensitive layer of the 
substrate is in no way damaged. 

in accordance with the invention, the tasic is achieved by the following: 
with respect to an apparatus for photolithographic pattern transfer by 
means of a projection objective to generate an exposure pattern in a 
photosensitive layer of a substrate that is moved stepwise parallel to the 
image plane and can be replaced, wherein in the optical path between the 
photosensitive layer and the production [sic] objective's boundary surface 
that faces the photosensitive layer, an immersion liquid that has a 
substantially equal refractive power as that of the photosensitive layer is 
used; in the optical path between the projection objective and the 
photosensitive layer of the substrate, two cambers that are separated 
from each other, closed relative to the atmosphere, movable relatively to 
each other, and filled with immersion liquid are provided with, wherein the 
first chamber that is fixedly connected to the projection objective is 
bounded by the projection objective's boundary surface that faces the 
photosensitive layer and an optically transparent medium and the second 
chamber that is connected to the substrate is bound by the 
photosensitive layer of the substrate and a further, optically transparent 
medium. 

As optically transparent media, glass plates and/or films can be 
advantageously employed. 

To decrease the volume of immersion liquid moved and thereby to 
decrease turbulences in the immersion liquid, it is advantageous that at 
least one chamber is connected to a device for changing the pressure of 
the immersion liquid and that the optically transparent medium of such 
chamber is arranged so as to be movable perpendicularly to the image 
plane. 

To further increase the resolution of the projection objective and to 
decrease pattern transfer defects, immersion liquid can also be 
introduced between optically transparent media closing the chambers. 

Embodiments 

in the drawings are shown embodiments, namely: 

FIG. 1 shows an embodiment of the apparatus in accordance with the 
invention, having two glass plates as a seal, 

FIGl 2 shows an embodiment having a glass plate that is arranged so 
as to be movable by using a ring diaphragm, 

FIG. 3 shows an embodiment wherein the chamber in front of the 
projection objective is closed by a film. 
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The apparatus of FIG. 1 in accordance with the invention comprises a 
fixed projection objective 1. Chamber 2 is fixedly connected to projection 
objective 1, and chamber 2 is filled completely with immersion liquid 3. 
Chamber 2 is closed relative to the atmosphere and is bounded, in the 
optical path, by the projection objective 1's boundary surface 4 that faces 
the photosensitive layer and an optically transparent, plane parallel glass 
plate 5. Further, the apparatus comprises a second chamber 6 that is 
connected to the substrate to be exposed, e.g., semiconductor wafer 7. 
This second chamber 6 is bounded, among other things, by the 
photosensitive layer 8 of semiconductor wafer 7 and a further optically 
transparent, plane parallel glass plate 9. In the second chamber 6, there 
exists also immersion liquid 10. The second chamber 6, including glass 
plate 9 and semiconductor wafer 7, is mounted on table plate 11 of an 
X-Y-Z table that causes, via drive unit 12, relative movement of 
semiconductor wafer 7, parallel to and perpendicularly to image plane 13. 
To increase the resolution, between the glass plates 5 and 9 that bound 
the chambers 2 and 6, there exists further immersion liquid 14, of which 
surfece 15 in container 16 is higher than the glass plate 5's surface 17 that 
faces the semiconductor wafer. Thus, between the boundary surface 4 of 
the projection objective 1 and the photosensitive layer 8 of semiconductor 
wafer 7, the optical path runs in media having approximately the same 
refractive power as that of the photosensitive layer, provided that the 
refractive powers of the immersion liquids 3, 10, and 14 and of the glass 
plates 5 and 9 approximately coincide with each other When it is 
desirable to further decrease the liquid volume moved with respect to 
immersion liquid 14, i.e., to also decrease the turbulences that occur 
therein, the distance between the chambers 2 and 6, which move relatively 
to each other, may be set to be minimum. Here, for example, as shown in 
FIG. 2, glass plate 18 can be advantageously employed with respect to 
chamber 2, with the glass plate being arranged so as to be moved in 
chamber 2 perpendicularly to image plane 13 by means of ring diaphragm. 
The same purpose is to be served by film 20 in FIG. 3. In these cases, 
chamber 2 is connected, via a connecting pipe 21, to device 22 for 
changing the pressure of the immersion liquid. During the exposure of 
photosensitive layer 8, glass plate 18 is moved in the direction of image 
plane 13 through the increased pressure in chamber 2. During the 
movement of table plate 11, glass plate 18 or film 20 is, to preclude them 
from being damaged, drawn away from the moving glass plate 9 by 
decreasing the pressure of immersion liquid 3. 

The apparatus described by the embodiments can also be described 
without immersion liquid 14. In this case, there is no need to consider any 
turbulences. The advantages of the apparatus according to the invention 
remain unchanged because the distance between the chambers 2 and 6 
can be Icept to be minimum and the surfaces susceptible to contaminants 
(dust, etc.) are located outside of the focus depth region of the projection 
objective 7. 
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Claims 

1. An apparatus for photolithographic pattern transfer by means of a 
projection objective to generate an exposure pattern in a photosensitive 
layer of a substrate that Is moved stepwise parallel to the image plane and 
can be replaced, wherein in the optical path between the photosensitive 
layer and the projection objective's boundary surface that faces the 
photosensitive layer, an immersion liquid that has a substantially equal 
refractive power as that of the photosensitive layer is used, said 
apparatus being characterized in that in the optical path between the 
projection objective and the photosensitive layer of the substrate, two 
cambers that are separated from each other, closed relative to the 
atmosphere, movable relatively to each other, and filled with immersion 
liquid are provided with, wherein the first chamber that is fixedly 
connected to the projection objective is bounded by the projection 
objective's boundary surface that faces the photosensitive layer and an 
optically transparent medium and the second chamber that is connected 
to the substrate is bound by the photosensitive layer of the substrate and 
a further, optically transparent medium. 

2. An apparatus according to claim 1 , characterized in that the optically 
transparent media are glass plates and/or films. 

3. An apparatus according to claims 1 and 2, characterized in that at least 
one chamber is connected to a device for changing the pressure of the 
immersion liquid and that the optically transparent medium of such 
chamber is arranged so as to be movable perpendiculariy to the image 
plane. 

4. An apparatus according to claims 1 to 3, characterized in that 
immersion liquid exist also between optically transparent media closing 
the chambers. 

Hereinafter, three sheets of drawings follow. 
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(94) Einrichtung zur fotoHthografischen Stiykturubartnigung 



(57) Es wird oina Einrichtung zur fotolithografischen Strukturubertragung mhtels cines Projektionsobiektivs 
beschrieben. Sie ist zur Erzaugung von Halbleitarstrukturen m einer fotoempfindlichen Schicht oiner 
Haibleitarscheibe nach der Ranartcchnologie anwendbar. Das Ziel der Erftndung besteht in der Erhohung der 
Genauigkert bei hohar Produktivitat der Strukturubertragung. Als Aufgabe steht die Schaffung einer Einrichtung, die 
bei Verwendung einer Immersionsflussigkeit Turbulenzen vermeidet und mogliche Verunreinigungen auSerhatb de$ 
Scbarfentiefebereichea des Probjektionsobjektivs halt. Die Erflndung besteht darin, daS zwei mit 
Immersionsflussigkeit gefullte Kammem vorgesehen sind, von denen eine dem Projektionsobjekth/ und die zweite 
dam Substrat zugeordnet sInd. Hochste Auflosung wIrd erretcht wenn zwtschen den die Kammern abschtie&enden 
optisch transparenten Median ebenfalls Immersionsflusslgkeft eingebracht wird. Fig. 1 
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Tttel de r BrrPlTirfiin^ 

Einrichtung znr fotolithograf iscben Strukturubertra^ng 
AnwendungBgeblet der Erfindimg 

Die Erfindung be tr if ft eine Binrichtiing zxxr fotolitho- 
greflschen StrukturUbertragung mlttelg eines Projektions- 
objektivs zum Erzexigen eines Belicbtungamuaters in 
einer f otoempfindlichen Schicht eines Substrates. Sie ist 
insbesondere bei der Brzeugving einer Mikrostruktur in 
einer Totoempf indlichen Schicht einer Halbleiterscheibe 
2ur Herstelliing von Halbleiterattrukturen nach der Planar- 
technologle anwendbar« 

Charakteristik der bekannten techniachen Lgaxingen 
In der verUffentlichten Europaischen Patentanmeldnng 
BP O 023 231 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zum 
Kopieren eines Musters auf eine Halbleiterscheibe be-- 
achrieben, die zwiachen einem Projektionsobjektiv und 
einer Halbleiterplatte eine PlUssigkeit verwendet, deren 
Brechungsindex dem des Lackiiberztiges der Halbleiterplatte 
entspricht. Dabei wird die PlUssigkeit stSndig ausgetauscht 
und temperiert und/oder gefiltert. Diese Vorrichtung soil 
eine VergroBerung der numerischen Apertur ohne YergrSfie- 
rung des Einf allawinkels ermdglichen* Dieses auch atis der 
Mikroakopie bekazmte Prinzip (man vergleiche hierzu: 
Brockhaus, "ABC der Optik« Brockhaus Verlag Leipzig, 196I 
S* 365 ff •} ist bei Ubertragting auf das Gebiet der Mikro-- 
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lithografle mlt Haohtellen bebaftet. Bin Nacbtell be-* 
stebt darlxi» dafl In der PlUsslgkelty deren Voliimen bei 
den beaohriebenen Verfahren erheblloh let I zwiscben 
ProJektlonsobjektlT tmd iSalblelterscbelbe bei der Her- 
atellimg Ton booblntegrlerten Scbaltkrelsen Infolge der 
nbtwendlgen Verf abrbewegiung der auf elnem Koordlnaten-* 
tlacb befindllcben Halblelterscbelbe Turbulenzen erzeugt 
werden. Desbalb wlrd man, bei beute aus Produktivlt&ta^ 
griinden boben Verf abrgescbwlndigkeltent endweder Febler . 
bei der Stonikturttbertragung in Kaizf nehmen mUssen oder 
man mu0 das Zeitregime fUr Jeden Belicbtungascbritt, um 
die Zeit fUr die Beruhigung der Turbulenzen erweiternt 
was wiederum ProduktiTitatseinboiBen bedeutet* 

Ein weiterer Nacbteil ist die Handbabbarkeit des zu be- 
licbtenden Substrates xmter Cleanroom--Bedingungen* Bei 
dem Verfabren gemelB obengenannter Patentanmeldiing muB 
nacb jeder TolIstSndigen Belicbtung einer Halbleiter«- 
scbeibe dieae aus der FlUssigkeit berausgebracbt werden 
und von der FlUssigkeit getrezmt werden* Hier bestebt 
zunelcbst die Gefabr* daB zum Beispiel Staub oder andere 
unerwUnscbte Stoffe die Oberflacbe des Substrates be-» 
legen* Desweiteren l^Bt sicb die OberflScbe des Substra** 
tea zum Beispiel zur Yorbereitiing auf einen Kontroll** 
scbritt infolge der zablreicben Stufen, Graben, £r-» 
bdbungen etc. nur mit hohem Auf wand von der FlUssig- 
keit befreien* Weiterbin nacbteillg iat die Verwezxdung 
eines nacb oben offenen Beb&lterst der die FlUssigkeit 
beinbaltet. Die daraus resultierende grofie FlUssigkeits- 
oberflacbe bietet so EintrittsmQglicbkeitcn fUr Verxinrei- 
nlgungen der FlUssigkeit, die erst nacb Durcblauf eines 
Filters beseltigt werden kSnnen. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist die Scbaf fung einer hochprodukti- 
ven und bocbgenauen Sinricbtung zur fotolitbograf iscben 
S trukturUbertragung • 
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Darlegupg dee yeaena der Brfindimg 

Der Erflnduzig liegt die Axxfgabe 2ug2nmde» elne Elurlchtimg 
zur fotollthograf ischen Strukturtlbertragung mittels elnes 
Projektionsobjektivs zu entwlckelxiy In welcher ein ge- 
ringes Tolunen ImmersionsflUsslgkeit Verwendung findet, 
so da0 keine atSrenden Turbulenzen in Eracheinung treten 
und die ao aufgebaut iat» daB mSgliche Verunreinigimgen 
auSerhalb des SchSrf entiefebereichea dea Projektionaob-^ 
*JektlTS. liegen und ao keine Strukturierungsf ehler verur«» 
aachen* Das zu bellchtende Subatrat aoll ao bendbabbar 
selA, daB die f otoempfindllche Schlebt dea Substrata in 
kelner Welse beeintrlichtigt wird. 

Erf 1 ndnngegem&B wird die AuTgabe dadurcb geloat* dafi bei 
elner Blnricbtung zur rotolltbografiscben StrukturUber- 
tragung mittels einea Projektlonaobjektiva zum Erzeugen 
einea Bellcbtungamuaters in einer f otoempfindlicben Scbicbt 
elnes parallel zur Blldebene acbrlttwelae bewegten und 
auswecbaelbaren Substrata* wobel im optlscben Strahlengang 
zwlachen der fotoempf Indllcben Scbicbt und der dleser zu- 
gewandten GrenzflScbe dea ProduktionsobjektlTs elne 
Immerslonaf Ittaaigkelt annabernd gleicben Brecbwertea wle 
der der llcbtempf indllcben Scbicbt Verwendung flndet^im 
optlscben Strablezigang zwlscben Pro J ektionsobj ektlv und 
der f otoempfindlicben Scbicbt des Substrata zwel Tonein- 
ander getrennte, gegen die AtmospbSre abgeacblossene, 
relatlT zueinander bewegbare und mit Immeraionaf lUsaigkelt 
gefUllte Kammern vorgeaeben aind« wobel die erste Eammer, 
die mit dem ProjektlonaobjektlT feat verbunden iatf von 
der der f otoempfindlicben Scbicbt zugewandten Grenz«- 
flScbe dea Projektlonsobjektivs imd von einem optlscb 
transparenten Medium begrenzt wird, und die zweite Kamm6r» 
die mit dem Subatrat verbunden iat» von der fotoempf ind- 
llcben Scbicbt dea Subatrats und von einem welteren op- 
tlscb transparenten Medium begrenzt wird* 
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Ala optlaob transparente Hedien laaaen aicb vortellhaf t 
Glaaplatten und/oder Pollen einaatzen* 

Zur.Verrizigenuig dea Volumena an bewegter Immeralona- 
flttaalgkeit tmd damlt zur Yerringerung von Torbulenzan 
In der ImffleraionaflUaalgkelt iat ea Ton Vorteil, wenn 
mindeatena elne Kasuner oit elner Sinrlcbttupig znr TerSn- 
derung dea Druckea der Immersionaf lUaaigkeit in Yerblndung 
-atebt und wexm daa optiach tranaparente Medina dleaer 
Sanuner aenkrecht zur Blldebene bewegbar angeordnet iat* 

Zur weiteren Erhohung der AuflSsung des Projektionaob- 
jektlva aowie zur Verringerung von Strukturiibertragunga- 
feblem kann man zwlacben den die Kammem begrenzenden 
optlacb tranaparenten Median ebenfalla Xmmeralonaf Ittaalg-* 
kelt elnbrlngen* 

AusfUhruiij^abeispiele 

In der Zeicbnung alnd Auafttbrungabelapiele der Erflndung 
dargeatellty und zwar zeigens 

Plg» 1 eln AuafUbrtmgabelapiel der erf indimgagemafien £ln-* 
riobtung mlt zwel Glaaplatten ala AbacbluB der 
Kanoiem^ 

Fig* 2 eln AuafUbruzigabelaplel mlt elner mlttela Ring- 
membran bewegbar angeordneten Glaaplatte, 

Plg» 3 eln Auafubzungabelapiel, wo die Kammer vor dem 

Projektion3ob;iektlv mlt elner folie abgeacbloasen 
iat* 

Die erf IndtrngagemSBe Einrlcbtung beatebt nacb Fig* 1 aus 
elnea geatellf elsten Projektionaobjektiv 1* Mlt dea Pro- 
jektionaobjektlv 1 feat verbunden iat elne Kaomer 2» 
die reatloa alt Imaeraionaf lUaaigkeit 3 geftillt ist. 
Die Kaomer 2 lat gege^ die AtmoapbSre abgeacbloaaen und 
vlrd Im optlacben Strablengang von der der fotoempflndli«» 
cben Scblobt zugewandten GrenzflScbe 4 dea Projektlona-* 
objektiva 1 und von elner optlacb tranaparenten 9 plan-* 
parallelen Olaaplatte 5 begrenzt* Deawelteren beatebt die 
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Einrlcbtung aua elner zwelten Kammer 6, die mlt dem zu 
bellchtenden Substrat zum Beiapiel mlt elner Halblelter-* 
sohelbe 7 Terbunden Ist* Dleaa zwelte Kaauser 6 wlrd 
tmter anderem von der f otoempf Indllchen Sobloht 8 der 
Halblelteraohelbe 7 und yon elner welte'ren optlsch 
transparent en t planparallelen aiaeplatte 9 begrenzt# 
In der zwelten Kammer 6 bef Indet sich ebenf alls Immer^ . 
alonsfXUsslgkelt 10. Die zwelte Kammer 6 elnschllefi-* 
lleh der Glaaplatte 9 und der Halblelterachelbe 7 be- 
flnden alch auf der Tlachplatte 11 elnes Koordlnaten- 
tlachea» der Uber Bewegungselnrlchtungen ' 12 elne 
HelatlTbewegung der Halblelterschelbe 7 parallel tind 
senkrecht zur Blldebene 13 bewlrkt. 
Zur Srhohtms Aufldeun^ beflndet slch zwlachen den 
belden die Kammem 2, 6 begrenzenden Glasplatten 5 
und 9 weltere Immerslonsf lUsalgkelt 14, deren Ober- 
tldche 15 in einem Behalter 16 hbher llegt, als die der 
Halblelterschelbe zugewandte Flache 17 der Glaaplatte 5* 
Zwlschen der Grenzflache 4 des Projektionsobjektivs 1 
land der f otoempf Indllchen Schlcht 8 der Halblelterschel- 
be 7 verXauft der optlsche Strahlengang somlt nur In 
Medien annahemd gleichen Brechwertea wle der der foto- 
empflndllchen Schlcht, wenn man vorauasetzt, daB die 
Brechwerte der ImmerslonsflUssigkelten 3» 10 und 14 
und der Glaaplatten 5 und 9 annShemd Uberelnatlmmen. 
Will man elne weltere Reduzlerung des bewegten Voltunens 
an Immersipnsf lUaalgkelt 14 erreichen, das helBt auch 
elne Redlzlerung der darln auftretenden Turbulenzen, dann 
kann man den Abstand zwlschen den belden zuelnander be«- 
wegten Kammem 2 und 6 minimal auslegen. -Vorteilhaf t 
laasen aloh hler ztim Belsplel an Kammer 2, wle In 
Pigur 2, Glasplatten 18 elnsetzen, die in der Kammer 2 
mittels elner Rlngmembran senkrecht zur Blldebene 13 
bewegllch angeordnet let* Den gleiohen Zweck soil die 
Folie 20 in Flgur 3 erfUllen* Die Kammer 2 steht in 
dlesen FSllen Uber einem Anschliifistutzen 21 mlt elner 
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Binrichtung 22 znr Veranderung des Druokes der Immer- 
slonsflUssigkeit in Verbiadtmg. WShrend de* Belichtung 
der fotoempfindlichen Sohicbt, 8 wird die Glasplatte 18 
durch einen erhtthten Uruck in der Kammer 2 in Hichtung 
Bildebene 13 bewegt. WStarend der Beweguug der Tisch- 
platti^ 11 zxir Vermeidung von Beschadigungen der Glas-* 
platte 18 Oder Polie 20 wird durch Druckminderung der 
ImmersionsflUsaigkeit 3 in Kammer 2 die aiasplatte 
18 Oder Polie 20. von der. sich bewegenden Glasplatte 9 
wegbewegt • 

Die im Ausfuhrungsbeiapiel beachriebene Binrichtung laBt 
sich auch ohne Immeraionsfliiaaigkeit 14 bescHreiben* In 
dieaem Falle hdtte man mit keinerlei Turbulenzen au rech- 
nen* Die Vorteile der erf indungsgemafien Einrichtung 
bleiben erhalten, weil der Abatand belder Kammern 2 und 
6 minimal gehalten warden kazin und die gegen Yerunrei- 
nigungen (Staub u«a*) empf indlicben FlMchen auBerhalb 
des Scbarfentiefenbereichs des Pr ojektionsob J ektivs 7 
liegen» 



Erf induDgsanapruch 

K Blxiricbtuxig zur fotollthograf ischen Stmktturitber- 
tragung mittela einea Projektionaobjektiva ziun Brzexigen 
eineis Belichtungsmuaters in einer f otoempfindlichen 
Schicht einea parallel zur Bildebene achrittweiae beweg- 
ten und auawechselbaren Subatrata^ wobei im optiacben 
Strablengang zwiacben der fotoempf indlicben Scbicbt xind 
der dieser zugewandten Grenzflacbe dea Projektionaob- 
Jektiva eina Immeraionsfluasigkeit annabernd gleicben 
Brecbwertea wie der der lichtempf indlicben Scbicbt Ver- 
wendtmg findet, dadtircb gekezmzeicbnet» dafl im optiacben 
Strablengang zwiacben Projektionaobjektiv und der foto- 
eapfindlicben Scbicbt des Subatrata zwel vonelnander ge— 
trennte, gegen die AtmospbMre abgescbloaaeney relatlv zu* 
einander bewegbare und mit Immeraionsfluasigkeit gefUllte 
Kammem vorgeaeben slnd, wobei die erste Kaoimer, die mit 
dem Projektionsobjektiv feat verbiinden ist, von der der 
fotoempfindlichen Scbicbt zugewandten GrenzfliLcbe dea Pro- 
jektionsob jektiva xind von elnem optiscb transparenten 
Medium begrenzt wird und die zwelte Kammer, die mit dem 
Substrat verbtmden ist, von der fotoempf indlicben Scbicbt 
des Subatrata und von einem weiteren optiacb transparen- 
ten Medium begrenzt wlrd. - 

2* Einricbtung nacb Punkt 1, dadurcb gekennzelcbnett da£ 
die optiacb tranaparenten Medien Glasplatten und/oder 
Pollen sind* 

3. Einricbtung nacb Punkt 1 tmd 2, dadurcb gekennzeicbnet, 
dafi mindestens eine Kammer mit einer Einricbtung zur Ver-» 
Snderung dea Druckes der ImmersionaflUsslgkeit in Yerbin*- 
dung stebty und dafi daa optiscb transparente Me diiim dieser 
Kammer aenkrecbt zxir Bildebene bewegbar angeordnet iat* 

4« Einricbtung nacb Punkt 1 bis 3» dadurcb gekennzelcbnet, 
dafi aiob zwiacben den die Kammem begrenzenden optiacb 
tranaparenten Medien ebenfalla ImmersionsflUaaigkelt 
befindet» 

Hierzu 3 Blatt Zeicbnungen* aaa^ 
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Figur 3 



